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Domaine technique 

L 1 invention concerne un procede collectif de 
conditionnement d'une pluralite de composants formes 
initialement dans un meme substrat. Le conditionnement 
peut notamment comporter 1 » individualisation de parties 
de substrat, appelees modules, comprenant chacun au 
moins un composant. Le conditionnement peut aussi 
comporter la prise de contacts electriques sur le ou 
les composants, la prise de contacts thermiques pour la 
dissipation de la chaleur produite par le ou les 
composants, de meme que la mise sous boitier des 
composants . 

Par ailleurs, on entend par composant 
electronique aussi bien un composant individuel, en 
particulier un composant actif, par exemple un 
transistor, qu'un ensemble forme d'une pluralite de 
composants, tel qu'un etage d' amplification. 

L' invention trouve des applications dans 
differents domaines de 1 ' electronique et notamment dans 
le conditionnement de composants electroniques de 
puissance, qui requiert la mise en contact thermique 
des composants ou du substrat avec des radiateurs de 
dissipation. 

Etat de la technique anterieure 

On connait un certain nombre de techniques 
permettant de reporter un premier substrat, comprenant 
un certain nombre de composants, sur un deuxieme 
substrat servant pour l'essentiel d» intermediate de 
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connexion entre des plots de connexion et des bor» es 
d» entree/sortie des composants du premier substra •> 

On connait en particuliar uie tecrniqu^ dite 
d» hybridation par materiau fusible, ou "fli r - hl p W 
Selon cette technique des plages de connexion, des 
substrats a hybrider, disposees 2 n regard, ^ ,: rfa i Ues 
electriquement et mecaniquemen' au moyen • -. -,os St g* s 
de materiau fusi" e qui sent c llectivemen oudes \ u ' t 

sxion. 
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1» installation de radiateurs de dissipation thermique, 
destines aux composants de puissance. 

A titre d' illustration de l'etat de la 
technique decrit ci-dessus, on peut se reporter au 
document « Smart Power ICS Technologies and 
Applications » - B. Murani, F. Bertotti, G.A. Vignola - 
Spinger Chap. 13. 

Expose de 1' invention 

L' invention a pour but de proposer un procede 
permettant le conditionnement et en particulier la 
prise de contacts electriques pour des composants 
formes sur un substrat, ne presentant pas les 
limitations des techniques exposees ci-dessus. 

Un but est en particulier de proposer un 
procede permettant de traiter collectivement un grand 
nombre de composants formes initialement sur un meme 
substrat, et qui soit par consequent adapte a une mise 
en oeuvre industrielle. 

Un but est aussi de proposer un procede 
permettant de concilier les exigences d'une prise de 
contacts electriques sur un grand nombre de bornes 
d' entree/sortie, et d'une prise de contact thermique 
efficace pour la dissipation de chaleur des composants 
25 de puissance. 
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Pour atteindre ces buts, 1' invention a plus 
precisement pour objet un procede collectif de 
conditionnement d'une pluralite de composants formes 
dans une premiere plaque de substrat, et separes les 
uns des autres par des plages de separation, chaque 
composant comprenant au moins un plot de contact 
affleurant a une premiere surface de ladite premiere 



a) 



b) 



Plaque. Conferment a v invention, le procede comprend 
J-es etapes successives suivantes : 
■ formation dans la premiere ' plaque, pour cheque 
composant, d'une depression dans au moins une pl age 
de separation contigue audit composant, * ' ' 

formation sur une deuxieme plaque de substrat, de 
Pistes conductrices associees respectivement aux 
Plot, de contact des composants de la premiere 
Plaque, les pistes conductrices associees aux plots 
de contact d'un composant de la premiere plaque 
« etendant respectivement sur une plage dite de 
connexion, la plage de connexion etant agencee de 
fecon i colncider avec la depression contigue audit 
composant de la premiere piaque de substrat, lorsque 
les premiere et deuxieme plaques de substrat sont 
assemblies, 

O assemblage des premiere et deuxieme plaques de 
substrat de fagon a mettre en contact electrique les 
Plots de contact des composants de la premiere 
Plaque respectivement aV ec l es pistes 
correspondantes de la deuxieme plaque, et de fagon a 
faire colncider chaque plage de connexion de l a 
deux.eme plaque avec une depression correspondante 
de la premiere plaque, 
I) decoupage de la premiere plaque par formation de 
tranchees dites proximales, autour des composants, 
les tranchees proximales debouchant dans lesdites 
depressions des plages de separation, et decoupage 
de la deuxieme plaque autour des composants par 
formation de tranchees, dites distales, pi us 
^loxgnees des composants que les tranchees 
proximales dans des regions comprenant les plages de 
connexion, de fagon a laisser depasser au moins une 
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partre des plages de connexion de la deuxiene 
Plaque, qui fait saillie sur au moins un chant 
lateral de la premiere plaque, lea premier et 
deuxieme dScoupages permettant d' individuals des 
modules formes chacun d'une portion de la premiere 
Plaque comprenant au moins un composant et une 
portion de la deuxieme piaque. 

Grace au precede de ^invention, 1'operation 
10 " 1 " t ™ eXi0n et ^assemblage des plaques est 
10 collective 3 usqu'au decoupage des modules. II est par 
consequent adapts A une mise en oeuvre industrielle peu 
couteuse. * 

De plus, comme la plage de connexion de la 
deuxxeme plaque de substrat depasse lateralement par 
15 rapport a la premiere plaque, il est possible de 
Manser des liaisons electriques sur cette plage sans 
encoder les faces principal., des plaques de 
substrat. ces faces peuvent alors exporter 
eventuellement d'autres bornes de prise de contact, ou 
etre equipees de radiateurs permettant de dissiper la 
chaleur produite par d'eventuels composants de 
puissance integres dans les plaques de substrat. 

Le decoupage des pl a q Ues de substrat, lors de 
1'etape d, est effectue par exemple par sciage. II p eu t 
egalement etre effectue au jet d'eau, et/ou par laser 
Des techniques de gravure par ions reactifs peuvent 
egalement etre mises en oeuvre, notanunent en 
association avec les autres techniques de decoupage. La 
gravure permet d'augmenter la precision et la qualite 
30 du fini du decoupage. 

En utilisant une scie a lames decalees ou a 
lames en marche d'escalier les decoupages des premiere 
et deuxieme plaques peuvent etre concomitantes 
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Lors de l'etape a) du precede, la connexion 
electrique entre les plots de contact de la premiere 
plaque de substrat avec les pistes conductrices de la 
deuxieme plaque de substrat peut avoir lieu au moyen de 
5 bossages de materiau fusible, selon la technique de 
"flip-chip" ou au moyen d'une colle conductrice, par 
exemple. La colle conductrice peut etre anisotrope de 
fagon a conduire le courant verticalement entre les 
plaques, mais sans conduire de courant lateralement 
10 entre differents plots de contact. 

Dans ce deuxieme cas, il est possible de fagon 
avantageuse de pratiquer avant 1 'assemblage, dans la 
deuxieme plaque de substrat des depressions formant des 
reservoirs pour recueillir, lors de 1 ' assemblage, un 
15 eventuel exces de colle. 

Dans le cas ou les connexions electriques sont 
realisees par des bossages de materiau fusible, le 
procede peut comporter, en outre, la mise en place d'un 
materiau de remplissage dielectrique entre les premiere 
et deuxieme plaques de substrat, ledit materiau 
dielectrique entourant les bossages de materiau 
fusible. 

Avantageusement, il est egalement possible, 
dans ce cas, de former une portion des pistes, destinee 
a recevoir les bossages de materiau fusible, dans une 
depression de la deuxieme plaque. La depression est 
alors destinee a accueillir le materiau de remplissage 
dielectrique lors de 1 'assemblage. 

De plus, on peut former la depression de la 
deuxieme plaque avec un rebord dispose en dehors de 
zones de depression de la premiere plaque, de sorte 
qu' entre les rebords des depressions des premiere et 
deuxieme plaques se forme un etranglement . 
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L'etranglement empeche le materiau de rempli ssa g e de 

s'etendre sur les plages de connexion lors de 
1' assemblage des plaques de substrat. 

De facon additionnelle, il est possible de 

5 former dans la deuxieme plaque de substrat au moins un 
composant, connecte a au moins l-une des pistes 

conductrices, associee a un plot de contact de la 
premiere plaque. 

L' invention concerne egalement un module 
10 electronique comprenant : 

- une premiere plaque de substrat avec au moins un 
composant electronique et des plots de contact 
reliees au composant, 

- une deuxieme plaque de substrat, assemblee a la 
premiere plaque, la deuxieme plaque comprenant des 
Pistes conductrices reliees electriquement aux plots 
de contact, et s'etendant sur une plage de connexion 
de la deuxieme plaque, qui fait saillie par rapport a 
la premiere plaque. 

Un tel module peut etre realise conformant au 
procede decrit ci-dessus. 

Lorsque les composants electroniques sont des 
composants de puissance, le module peut comporter en 
outre au moins un radiateur, fixe sur au moins une face 
libre des premiere et deuxieme plaques. 

L' invention concerne aussi un dispositif 
electronique comprenant un boitier, des broches de 
contact menagees dans le boitier et un module 
electronique tel que decrit ci-dessus, loge dans le 
30 boitier. Les pistes conductrices de la plage de 

connexion sont reliees nar i 

uees P ar fl1 respectivement aux 

broches de contact. 
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D'autres caracteristiques et avantages de la 
presente invention ressortiront mieux de la description 
qui va suivre, en reference aux figures des dessins 
annexes. Cette description est donnee a titre purement 
5 illustrait et non limitatif. 

Breve descri ption des figures 

- La figure 1 est une coupe schematique 
simplifiee d'une premiere plaque de substrat comprenant 
une pluralite de composants electroniques, illustrant 
une etape preparatoire du procede de 1' invention. 

- La figure 2 est une coupe schematique 
simplifiee d'une deuxieme plaque de substrat devant 
etre assemblee a la premiere plaque. 

- La figure 3 est une coupe schematique des 
premiere et deuxieme plaques de substrat assemblies. 

- Les figures 4 et 5 sont des coupes 
schematiques simplifies d'un assemblage similaire a 
celui de la figure 3 et illustrant differentes 
possibility de realisation de connexions electriques 
entre les plaques de substrat. 

- La figure 6 est une coupe schematique 
simplifiee d'un assemblage similaire a celui de la 
figure 3 et illustrant la realisation de composants 
dans la deuxieme plaque de substrat. 

- La figure 7 est une coupe schematique de 
1 'assemblage de la figure 3 et illustre une premiere 
etape de decoupage. 

- La figure 8 est une coupe schematique de 
1 'assemblage de la figure 4 et illustre une deuxieme 
etape de decoupage pour individualiser des modules 
comprenant chacun au moins un composant. 
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- La figure 9 est une coupe schematique 
simplify d'un des modules et illustre son association 
a des radiateurs et a des broches de connexion. 

5 Description detaillee de modes de mise en oeuvre de 
1 ' invention 

Dans la description qui suit, en reference aux 
dessins, des parties identiques, similaires ou 
equivalentes des figures sont reperees avec les memes 
10 references numeriques. 

La reference 100 de la figure 1 indique une 
premiere plaque de substrat, par exemple une tranche de 
silicium dans laquelle sont formes une pluralite de 
composants 102. Sur la figure, seuls deux composants 
15 sont represents pour des raisons de clarte. Les 
composants 102 peuvent etre tous identiques les uns aux 
autres dans le cas d'une mise en oeuvre industrielle du 
procede. II sont formes, dans 1' exemple de la figure, 
au niveau d'une face 104 du substrat, appelee "face 
20 avant". 

Les composants sont separes les uns des autres 
par des plages 106 appelees plages de separation. 

Des plots de contact metalliques 108 sont 
formes sur la face avant 104, au-dessus des composants 
25 et sont electriquement relies a des bornes 
d' entree/sortie ou des bornes d' alimentation des 
composants . 

Pour des raisons de simplification, un seul 
plot de contact 108 est represents sur la figure. 
Cependant, les composants peuvent etre equipes d'une 
pluralite de tels plots, juxtaposes sur la face avant 
104. 
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Une face 110 du substrat, appelee "face 
arriere", opposee a la face avant 104, est, equipee 
d'une couche de metal 112, telle qu'une coUche ou un 
empilement de metaux comme 1' aluminium, le cuivre, ou 
tungstene, cette couche formant egalement un ou 
plusieurs plots de connexion. Le substrat 100 peut 
comporter au voisinage de sa face arriere 110, des 
regions dopees 114, associees aux composants 102, en 
contact electrique avec la couche de metal 112. 

La couche de metal 112 est par ailleurs 
localement isolee par une couche 116, dite de 
passivation, par exemple en silice ou en polymeres. 

On observe sur la figure 1 que des depressions 
120 sont pratiquees dans les plages de separation 106. 
Ces depressions, realisees par exemple par gravure ou 
par sciage partiel du substrat, se presentent sous 
forme de rainures qui entourent tout ou partie de la 
peripherie des composants. 

La profondeur des depressions 120 est, par 
exemple, de l'ordre de lOum pour une plaque de substrat 
100 d'une epaisseur de l'ordre de 300 urn. 

La figure 2 montre la preparation d'une 
deuxieme plaque de substrat 200 avec une face avant 204 
et une face arriere 210. 

Le materiau de la deuxieme plaque de substrat 
est de preference choisi de facon a presenter une bonne 
conductivity thermique et une bonne resistance 
mecanique. De meme, son epaisseur est choisie comme un 
compromis entre les exigences d'une bonne transmission 
de la chaleur (epaisseur faible) et d'une rigidite 
suf fisante (epaisseur plus importante) . 
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La deuxieme plaque de substrat est, par 
exemple, une tranche de silicium d'une epaisseur de 
300 um. 

La face avant 204 de la deuxieme plaque de 
substrat 200 est recouverte d'une couche isolante 
electrique 222, par exemple en oxyde de silicium, sur 
laquelle sont formees des pistes conductrices 208. 
L» epaisseur de la couche isolante 222, generalement de 
l'ordre de quelques micrometres, peut etre adaptee a 
une tenue en tension souhaitee entre les pistes 
conductrices 208 et le substrat 200. Lorsque la 
deuxieme plaque de substrat est en un materiau isolant 
electrique, la couche isolante 222 peut etre omise. 

Les pistes conductrices 208, par exemple en 
aluminium et/ou en cuivre ou en alliage, s'etendent sur 
le deuxieme substrat selon un motif correspondant au 
motif des plots de contact 108 de la premiere plaque de 
substrat de fagon a coincider, localement, avec ces 
plots lorsque les premier et deuxieme substrats sont 
assembles. Les pistes 208 peuvent etre egalement 
connectees a des plots de contact formes sur la 
deuxieme plaque de substrat et coincident avec les 
plots de la premiere plaque. 

La figure 3 montre une structure obtenue par 
assemblage des premiere et deuxieme plaques 100, 200 
respectivement par leur faces avant 104, 204. 

Les plots de contact 108, sont a present en 
contact (electrique et mecanique) avec les pistes 
conductrices 208. Le contact peut etre etabli, par 
exemple, par soudage, par collage, par pression ou 
selon la technique de "flip-chip" deja evoquee. Cet 
aspect sera decrit de fagon plus detaillee en reference 
a la figure 5. 
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On observe, sur la figure 3, que les pistes 
conductrices 208 de la deuxidme plaque de substrat sont 
dimensionn^es et agencies de fagon a s f §tendre 
respectivement en face de la depression 120 de la 
premiere plaque, contiguS au composant connects & ces 
pistes. La partie d'extr6mite des pistes qui s f 6tend en 
face de la depression 120 est designee par plage de 
connexion et rep6ree avec la r6f6rence 209 sur la 
figure. 

La figure 4, d6crite ci-apres montre une 
possibility particuliSre de connexion des plots de 
contact metallique 108 de la premiere plaque de 
substrat 100 avec les pistes conductrices 208 de la 
deuxieme plaque de substrat 200. Dans l'exemple de la 
figure 4, le contact electrique est etabli par 
1 ' intermSdiaire d f une couche 402 de colle conductrice 
disposee respectivement entre chaque plot de contact 
108 et la piste conductrice 208 qui y est associee. 

La figure 4 monte en outre que des depressions 
220 peuvent etre pratiqu£es dans la face avant 204 de 
la deuxieme plaque de substrat en des emplacements 
faisant face de preference aux extremites des plots de 
contact 108 de la premiere plaque de substrat. Les 
depressions 220 servent de reservoir pour accueillir un 
eventuel exces de colle conductrice, pour eviter que 
cette colle ne se r6pande sur la plage de connexion ou 
ne vienne court-circuiter plusieurs pistes. 

Selon une variante illustree par la figure 5, 
la connexion entre les plots de contact 108 de la 
premiere plaque de substrat 100 et les pistes 
conductrices 208 de la deuxieme plaque de substrat 200 
est effectu6e par des billes 404 de materiau fusible 
selon la technique de "flip-chip", en soi connue. 
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La partie des pistes conductrices recevant les 
billes de materiau fusible 208 est formee dans des 
depressions 207 pratiqu^es dans la face avant de la 
deuxieme plaque de substrat 200. Les depressions 207 
5 sont de preference combines avec un mat6riau 
dieiectrique 215 tel qu'un polymSre qui se solidifie et 
qui s'etend entre les billes 404. 

Un rebord 217 de chaque depression 207 de la 
deuxieme plaque de substrat 200 forme un etranglement 
10 en dehors des zones de depression 120 correspondantes 
de la premiere plaque de substrat. 

Cet etranglement permet d'empecher le materiau 
dieiectrique 215 de s'etendre sur la plage de connexion 
209. 

15 La figure 6, decrite ci-apres, illustre une 

realisation particuliere du deuxieme substrat 200 d'un 
assemblage de plaques de substrat conforme k la figure 
3. 

Des ouvertures 250 pratiquees dans la couche 
20 isolante 222, recouvrant la face avant 204 de la 
deuxieme plaque de substrat 200, permettant la mise en 
contact electrique des pistes conductrices 208 avec des 
regions dopees 252 formees au voisinage de la face 
avant de la deuxieme plaque de substrat 
25 Une autre region dopee 254 est formee au 

voisinage de la face arriere de la deuxieme plaque de 
substrat, en contact avec une couche de metal 256 
formee sur ladite face arriere - 

Les regions dopees 252, 254 de la deuxieme 
30 plaque de substrat 200 permettent de former des 
composants, et en particulier des diodes. 

Les diodes sont adressees par l f une des pistes 
conductrices 208, et par la couche de metal 256 sur la 
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face arriere. Elles peuvent respectivement etre 
connectees en parall&le avec les composants 102 formes 
dans la premiere plaque de substrat 100, afin de les 
protfeger de surtensions, par exemple. 

L f ensemble des operations effectuees jusqu f & 
l'obtention d f une structure conforme aux figures 3/ 4, 
5 et 6, et notamment la liaison (hybridation) des plots 
de contact de la premiere plaque de substrat sur les 
pistes conductrices de la deuxi&ne plaque, sont des 
operations collectives pour 1' ensemble des composants. 

Les plaques de substrat sont ensuite decoupees 
pour individualiser les composants. Selon le procede 
decrit en reference aux figures, le decoupage a lieu en 
deux etapes. 

Une premiere §tape de decoupage est illustree 
par la figure 7. Cette etape comporte un decoupage de 
la premiere plaque de substrat 100 par sciage. 

Le sciage permet de former dans la premiere 
plaque des tranchees 130 qui encadrent les composants 
102 et qui d^bouchent notamment dans les depressions 
120 formees autour des composants. Le decoupage peut 
etre realise egalement selon d'autres techniques, 
telles que des techniques de gravure par exemple. 

Une deuxieme etape de decoupage est illustree a 
la figure 8. 

Cette etape comporte le decoupage de la 
deuxieme plaque de substrat 200 et permet 
d 1 individualiser des modules 300. Chaque module 300 
comprend une portion de' la premiere plaque de substrat 
100 et une portion de la deuxieme plaque de substrat 
200, et renferme au moins un composant. 

On observe sur la figure 8 que des tranchees de 
decoupage 230 formees dans la deuxidme plaque de 
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substrat 200 sont plus eloignees des composants dans 
les regions des plages de connexion 209, que les 
tranchees 130 formees par le decoupage de la premiere 
plaque de substrat 100, Le decoupage de la deuxidme 
5 plaque de substrat permet ainsi de laisser depasser au 
moins une partie de la plage de connexion 209 de chaque 
module. La plage de connexion fait ainsi saillie sur au 
moins un chant lateral du module, c f est-4-dire sur un 
flanc de tranchee de la premiere plaque de substrat. 

10 Le decoupage de la deuxieme plaque de substrat 

peut s'etendre dans la premiere plaque de substrat pour 
elargir les tranchees de decoupage de cette premiere 
plaque. Par ailleurs, les decoupages des premiere et 
deuxieme plaques de substrat peuvent etre simultanes. 

15 Le decalage des tranchees, necessaire pour laisser 
depasser la plage de connexion 209, est alors obtenu, 
par exemple, par une scie a lame en marche d'escalier. 
Avantageusement, tout ou partie des modules issus des 
memes plaques de substrat peuvent etre decoupes 

20 simultanement avec une scie a lame multiples. 

L'interet d'une plage de connexion 209 faisant 
saillie lateralement sur le chant des modules 300 est 
illustr§ par la figure 9 qui montre une possibility de 
mise sous boitier d f un module. 

25 Le boitier, repere avec la reference generale 

302, contient un module 300 et presente deux faces 
principales formees par des radiateurs 140, 240. 

Un premier radiateur 140 forme une face 
"superieure" du boitier 302 et est mis en contact 

30 thermique avec la couche de passivation 116 qui 
recouvre la face arriere 110 de la premiere plaque de 
substrat 100 du module 300. 
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Un deuxieme radiateur 240 forme une face 
"inf^rieure" du boitier 302 et est mis en contact 
thermique avec la face arri6re 210 de la deuxieme 
plaque de substrat 200 du module 300. 
5 Des parois lat^rales 304, 306, isolantes 

electriques, relient les radiateurs pour fermer le 
boitier de fagon sensiblement herm6tique. 

Des connexions 250 sont 6tablies par fil 
metallique entre I'extremite des pistes conductrices 

10 208 s'etendant dans la plage de connexion 209 du 
deuxieme substrat, et des broches de contact 310 
traversant une paroi laterale 306 du boitier 302. 

Comme les connexions sont faites par les plages 
de connexion laterales 209, les faces arrifere 110, 210 

15 de la deuxieme, mais aussi de la premiere plaque de 
substrat du module, ne comportent que peu, ou pas du 
tout, de prises de contact electrique. Cette 
caracteristique favorise le montage direct de chacune 
de ces faces sur un radiateur de la fagon decrite ci~ 

20 dessus. Une meilleure dissipation de la chaleur 
produite par les composants 102 est done possible, 

Eventuellement, la couche metallique 112 de 
prise de contact arriere de la premiere plaque de 
substrat 100 peut egalement etre reliee a une broche de 

25 contact (non representee) par un fil 150. 
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RE VEND I CAT IONS 
1. Proc6d6 collectif de conditionnement d'une 
plurality de composants (102) formes dans une premiere 
plaque de substrat (100) et separes les uns des autres 
par des plages (106) de separation, chaque composant 
comprenant au moins un plot de contact (108) affleurant 
& une premiere surface (104) de ladite plaque, le 
procede comprenant les stapes successives suivantes : 

a) formation dans la premiere plaque, pour chaque 
composant, d f une depression (120) dans au moins une 
plage de separation (106) contigue audit composant, 

b) formation sur une deuxidme plaque de substrat (200) 
de pistes conductrices (208) associees 
respectivement aux plots de contact des composants 
de la premiere plaque, les pistes conductrices 
associees aux plots de contact d'un composant de la 
premiere plaque de substrat s'etendant 
respectivement sur une plage (209) , dite de 
connexion, la plage de connexion etant agencee de 
fagon a coincider avec la depression (120) contigue 
audit composant (102) de la premiere plaque de 
substrat, lorsque les premiere et deuxi&ne plaques 
de substrat sont assemblies, 

c) assemblage des premiere et deuxieme plaques de 
substrat (100, 200) de facon £ mettre en contact 
electrique les plots de contact (108) des composants 
de la premiere plaque de substrat (106) 
respectivement avec les pistes (208) correspondantes 
de la deuxieme plaque de substrat (208), et de fagon 
a faire coincider chaque plage de connexion de la 
deuxieme plaque avec une depression (120) 
correspondante de la premiere plaque de substrat, 
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d) decoupage de la premiere plaque (100) par formation 
de tranches (130), dites proximales, autour des 
composants (102), les tranchees proximales 
debouchant dans lesdites depressions (120) des 
5 plages de separation (106), et decoupage de la 

deuxi^me plaque (200) par formation de tranchees 
(230), dites distales, plus §loignees des composants 
que les tranchees proximales dans des regions 
comprenant les plages de connexion, de fagon a 

10 laisser depasser au moins une partie des plages de 

connexion (209) de la deuxi^me plaque, qui fait 
saillie sur au moins un chant lateral de la premiere 
plaque, les premiere et deuxieme decoupages 
permettant d' individualiser des modules (300) formes 

15 chacun d ! une portion de la premiere plaque 

comprenant au moins un composant et une portion de 
la deuxieme plaque. 

2. Procede selon la revendication 1, dans 
lequel les decoupages de l'etape d) sont effectues par 

20 sciage. 

3. Proc6d6 selon la revendication 2, dans 
lequel des decoupages de la premiere et de la deuxieme 
plaques de substrat (100, 200) ont lieu de fagon 
concomitante en une seule passe de sciage avec une scie 

25 a lame en marche d'escalier. 

4. Procede selon la revendication 1, dans 
lequel on fixe en outre un radiateur (140, 240) sur au 
moins une face libre du module, oppos6e & la premiere 
surface (104) de la premiere plaque. 

30 5. Procede selon la revendication 1 comprenant 

en outre une etape de connexion par fils metalliques 
(250) des pistes (208) s'etendant dans la plage de 
connexion (209) de chaque module (300), a des broches 
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de contact (310) d'un boitier de reception (302) du 
module. 

6. Procede selon la revendication 1, dans 
lequel 1 1 assemblage des plaques de substrat comporte la 

5 connexion des plots de contact (108) de la premiere 
plaque (100) avec les pistes conductrices (208) de la 
deuxi&ne plaque (200) au moyen de bossages (404) de 
materiau fusible. 

7. Procede selon la revendication 6, comprenant 
10 en outre la mise en place d'un materiau de remplissage 

dielectrique (215) entre les premiere et deuxieme 
plaques de substrat (100, 200) , ledit materiau 
dielectrique entourant les bossages (404) de materiau 
fusible. 

15 8. Procede selon la revendication 7, dans 

lequel on forme une portion des pistes (208), destinee 
& recevoir les bossages dans au moins une depression 
(207) de la deuxieme plaque (200), la depression etant 
destinee a accueillir le materiau de remplissage lors 

20 de l f assemblage. 

9. Procede selon la revendication 8, dans 
lequel on forme la depression de la deuxieme plaque de 
substrat avec un rebord (217) dispose en dehors de 
zones de depression (120) de la premiere plaque de 

25 substrat, de sorte que des zones entre les rebords des 
depressions des premiere et deuxieme plaques forment un 
etranglement . 

10. Procede selon la revendication 1, dans 
lequel 1' assemblage comporte le collage des plots de 

30 contact (108) de la premiere plaque de substrat (100) 
sur les pistes conductrices (208) de la deuxieme plaque 
de substrat (200) au moyen d'une colle conductrice 
(402) . 
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11. Procede selon la revendication 10, dans 
lequel, avant 1 ' assemblage, on pratique dans la 
deuxieme plaque de substrat (200) des depressions (220) 
formant des reservoirs pour recueillir un eventuel 
exces de colle, lors de 1' assemblage. 

12. Procede selon la revendication 1, dans 
lequel on forme dans la deuxieme plaque de substrat 

(200) au moins un composant (252, 254), connecte a au 
moins l'une des pistes conductrices (208) associee a un 
plot de contact (108) de la premiere plaque de substrat 

(100) . 

13. Procede selon la revendication 12, dans 
lequel le composant est une diode. 

14. Module electronique comprenant : 

- une premiere plaque de substrat (100) avec au moins 
un composant electronique (102) et des plots de 
contact (108) reliees au composant, 

- une deuxieme plaque de substrat (200), assemblee a la 
premiere plaque de substrat (100), la deuxieme plaque 
de substrat (200) comprenant des pistes conductrices 
(208) reliees electriquement aux plots de contact 
(108) et s'etendant sur une plage de connexion (209) 
de la deuxieme plaque de substrat (200), qui fait 
saillie par rapport a la premiere plaque de substrat 
(100), dans lequel les premiere et deuxieme plaques 
presentant chacune au moins une face libre (110, 210) 
susceptible d'etre equipee d'un radiateur (140, 240). 

15. Dispositif electronique comprenant un 
boitier (302), des broches de contact (310) menagees 
dans le boitier et un module electronique (300) 
conforme a la revendication 14, loge dans le boitier, 
les pistes conductrices (208) de la plage de connexion 
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etant reliees par fil respect ivement aux broches 
contact. 
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